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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成22年9月2日(2010.9.2)

【公表番号】特表2008-524634(P2008-524634A)
【公表日】平成20年7月10日(2008.7.10)
【年通号数】公開・登録公報2008-027
【出願番号】特願2007-548543(P2007-548543)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  27/62     (2006.01)
   Ｇ０１Ｒ  31/302    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｋ
   Ｇ０１Ｒ  31/28    　　　Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成22年7月14日(2010.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分析されることになる試料を取り付けることができる試料マウントと、
　前記試料マウントから離間して配置された検出器と、
　前記試料マウントと前記検出器との間に置かれ、アパーチャが形成された局所電極と、
　前記アパーチャの平面に対して非ゼロ角度で前記試料マウントに向けてレーザビームを
放出するように配向されたレーザと、
を備え、前記アパーチャ平面が、前記試料マウントと前記検出器との間で前記アパーチャ
を通って定められるイオン進行経路に対し直角方向に配向される、
ことを特徴とするアトムプローブ。
【請求項２】
　前記レーザが、前記アパーチャ平面に対して５～１５度の角度で前記試料マウントに向
けてレーザビームを放出するように配向される、請求項１に記載のアトムプローブ。
【請求項３】
　試料マウント、検出器、及びこれらの間に置かれた局所電極を有するアトムプローブを
用いてアトムプローブ分析を実施する方法であって、前記局所電極内には局所電極アパー
チャが形成され、該アパーチャの入口を横断してアパーチャ平面が定められ、前記方法が
、
　ａ．少なくとも１つの微小先端が上に形成され、前記アパーチャ内で前記アパーチャの
半径に関連する距離だけ前記アパーチャ平面から離れて置かれた試料を前記試料マウント
上に提供する段階と、
　ｂ．前記所要の微小先端上に前記アパーチャ平面に対して１～２０度の角度でレーザビ
ームを配向する段階と、
　ｃ．前記局所電極を基準電圧に固定して保持する間に、
　（１）前記試料を所要のブースト電圧に荷電して、
　（２）前記レーザをパルス化して前記所要の微小先端からイオン化を誘起する、
段階と、
を含む方法。
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【請求項４】
　前記試料が追加の微小先端を含み、
　さらに、
　前記第１の微小先端のアトムプローブ微量分析が完了した後、前記試料を更に移動させ
て、前記微小先端の別のものを前記局所電極によって誘起される電界内に置くようにする
こと、
を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記レーザビームが前記アパーチャ平面に対して５～１５度の角度で配向される、請求
項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記距離が前記アパーチャ半径の０．７５倍から３．０倍の間にある、請求項３に記載
の方法。
【請求項７】
　前記レーザビームが複数波長の励起エネルギーを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　前記ブースト電圧がパルス化される請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　アトムプローブのレーザビームを試料マウント上に取り付けられた試料上に合焦させる
方法であって、前記アトムプローブが検出器を有し、前記レーザビームが前記試料上に焦
点（Ｚ）を有し、前記方法が、
　（ａ）前記レーザビームによる前記試料の照射が前記焦点（Ｚ）において行われるとき
に、前記検出器の少なくとも１つの出力パラメータを監視する段階と、
　（ｂ）前記レーザビームの焦点（Ｚ）を変更し、変更された焦点で前記段階（ａ）を繰
り返す段階と、
　（ｃ）ある範囲の焦点に対して段階（ａ）～（ｂ）を繰り返す段階と、
　（ｄ）前記段階（ａ）において前記検出器によって取り込まれた前記出力パラメータの
情報に基づいて最適焦点を決定する段階と、
を含む方法。
【請求項１０】
　前記出力パラメータがパルス当たりの検出されたイオンの数（Ｅｒ）である、請求項９
に記載の方法。
【請求項１１】
　アトムプローブのレーザビームを試料マウント上に取り付けられた試料上に合焦する方
法であって、前記アトムプローブは検出器を有し、前記レーザビームが前記試料上に焦点
（Ｚ）を有し、Ｘ軸及びＹ軸に沿って水平及び垂直方向に照準することが可能であり、前
記方法が、
　（ａ）前記レーザビームによる前記試料の照射がＸ、Ｙ、及びＺ座標空間にわたって行
われるときに、前記検出器の少なくとも１つの出力パラメータを監視する段階と、
　（ｂ）前記段階（ａ）において前記検出器によって取り込まれた前記出力パラメータの
情報に基づいて最適焦点を決定する段階と、
を含む方法。
【請求項１２】
　前記出力パラメータがパルス当たりの検出されたイオンの数（Ｅｒ）である、請求項１
１に記載の方法。
【請求項１３】
　アトムプローブのレーザビームを試料マウント上に装着された試料上に合焦する方法で
あって、前記アトムプローブは検出器を有し、前記レーザビームが前記試料上に焦点（Ｚ
）を有し、Ｘ軸及びＹ軸に沿って水平及び垂直方向に照準することが可能であり、前記方
法が、
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　（ａ）前記検出器を用いて各Ｘ及びＹ座標における出力パラメータを収集して出力パラ
メータ情報のフレームを形成しながら、Ｘ－Ｙ領域において前記レーザビームをラスター
化する段階と、
　（ｂ）前記段階（ａ）を繰り返して複数のフレームを発生する段階と、
　（ｃ）前記フレームを用いて、前記出力パラメータの時間動画を生成し、前記出力パラ
メータにおいて特徴部を同定する段階と、
を含む方法。
【請求項１４】
　前記レーザビームが前記特徴部を追跡するように照準される、請求項１３に記載の方法
。
【請求項１５】
　アトムプローブのレーザビームを試料マウント上に取り付けられた試料上に合焦する方
法であって、前記アトムプローブは検出器を有し、前記試料マウントは前記レーザビーム
に対してＸ、Ｙ、及びＺ軸に沿って可動であり、前記方法が、
　（ａ）前記レーザビームによる前記試料の照射がＸ、Ｙ、及びＺ座標空間にわたって行
われるときに、前記検出器の少なくとも１つの出力パラメータを監視する段階と、
　（ｂ）前記段階（ａ）において前記検出器によって取り込まれた前記出力パラメータの
情報に基づいて最適焦点を決定する段階と、
　（ｃ）前記試料が前記最適焦点にあるように前記試料マウントを移動させる段階と、
を含む方法。
【請求項１６】
　前記出力パラメータがパルス当たりの検出されたイオンの数（Ｅｒ）である、請求項１
５に記載の方法。
【請求項１７】
　アトムプローブのレーザビームを試料マウント上に取り付けられた試料上に調節する方
法であって、前記アトムプローブは検出器を有し、前記レーザビームが偏光を有し、前記
方法が、
　（ａ）前記レーザビームによる前記試料の照射が行われるときに、前記検出器の少なく
とも１つの出力パラメータを監視する段階と、
　（ｂ）ある範囲の偏光にわたって前記レーザビームの偏光を変える段階と、
　（ｃ）前記段階（ａ）～（ｂ）において前記検出器によって取り込まれた前記出力パラ
メータ情報に基づいて最適偏光を決定する段階と、
を含む方法。
【請求項１８】
　前記出力パラメータがパルス当たりの検出されたイオンの数（Ｅｒ）である、請求項１
７に記載の方法。
【請求項１９】
　試料マウント、検出器、及びこれらの間に置かれた局所電極を有するアトムプローブを
用いてアトムプローブ分析を実施する方法であって、前記局所電極内には局所電極アパー
チャが形成され、該アパーチャの入口を横断してアパーチャ平面が定められ、前記方法が
、
　ａ．少なくとも１つの微小先端が上に形成され、前記アパーチャ内で前記アパーチャの
半径に関連する距離だけ前記アパーチャ平面から離れて置かれた試料を前記試料マウント
上に提供する段階と、
　ｂ．前記所要の微小先端上に前記アパーチャ平面に対して１～２０度の角度で意図的に
非点収差が導入されたレーザビームを配向する段階と、
　ｃ．前記局所電極を基準電圧に固定して保持する間に、
　（１）前記試料を所要のブースト電圧に荷電して、
　（２）前記レーザをパルス化して前記所要の微小先端からイオン化を誘起する、
段階と、
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を含む方法。


	header
	written-amendment

